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1. Problemstellung und Vorgehensweise

In der Untersuchung werden die gesamtwirtschaftlichen und regionalen Folgewirkun-
gen, die sich aus der Standortentscheidung der Siemens AG zum Bau eines modernen
Halbleiterwerks SIMEC in Dresden ergeben, sowohl quantitativ als auch qualitativ ana-
lysiert. Eine Hauptaufgabe der Untersuchung besteht darin, durch eine differenzierte Be-
trachtung der von dieser Standortentscheidung ausgehenden Impulse und 6konomischen
Folgeeffekte eine grofere Transparenz der Standortwirkungen solcher von der offentli-
chen Hand geforderten GroBvorhaben im High-tech-Bereich herzustellen.

Insbesondere soll das Gutachten Ergebnisse fiir die Beantwortung folgender Fragestel-
lungen liefern:

— Welche Standortfaktoren sind bei der Ansiedlung von GroBvorhaben im High-tech-
Bereich, insbesondere bei der Standortentscheidung von modernen Halbleiterwerken,
von Bedeutung?

— Welche quantifizierbaren 6konomischen Folgewirkungen im Hinblick auf die Ent-
wicklung von Beschiftigung, Produktion und Einkommen sind in Deutschland und in
der Region Dresden zu erwarten? Welche quantifizierbaren fiskalischen Auswirkungen
ergeben sich auf der Einnahmen- und Ausgabenseite des Staates aus einer solchen
okonomischen Entwicklung im Gefolge einer staatlich geforderten Ansiedlungsent-
scheidung?

— Welche qualitativen Wirkungen ergeben sich fiir die Leistungsfihigkeit des Standorts
und wie verdndert sich die Qualitit des Standorts im Hinblick auf die Attraktivitiit fir
die Ansiedlung anderer Investitionsvorhaben im High-tech-Bereich?

— Welche Entwicklungslinien lassen sich fiir andere Standorte von Halbleiterwer-
ken (Regensburg, Silicon Glen/Schottland und Austin/Texas) zeichnen und welche
Schluifolgerungen ergeben sich fiir die Standortperspektiven in Dresden?

— Welche Folgerungen ergeben sich aus der beispielhaften Analyse dieses GroBvorha-
bens fiir die nationale und regionale Forschungs- und Technologiepolitik?

Zu beriicksichtigen ist dabei, daB es sich bei der Forderentscheidung um keine rein
technologiepolitische Mafinahme handelt, sondern regionalpolitische Ziele ebenso eine
wichtige Rolle spielen. Es wurden in erheblichem Umfang Forderinstrumente und For-
dermittel eingesetzt, die grundsitzlich fiir den Aufbau der Industrie in Ostdeutschland zur
Verfiigung stehen.

Die Industrie Ostdeutschlands ist duBerst strukturschwach. Der weit iiberwiegende Teil
der Produktion zielt auf den ostdeutschen Markt, die Industrie hat eine geringe Export-
quote, GroBbetriebe fehlen weitgehend und High-tech-Branchen haben nur ein geringes
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Gewicht. AuBerdem ist auch der Anteil von industrieller FuE sehr gering. Sie konzen-
triert sich vorwiegend in kleinen und mittleren Unternehmen. Die Ansiedlung von High-
tech-Produktionsstitten grofiler Unternehmen mit eigenen FuE-Funktionen, wie das
Halbleiterwerk von Siemens in Dresden, kann vor diesem Hintergrund ein wichtiger Bei-
trag zur Entwicklung einer leistungsfihigen Industrie in Ostdeutschland sein.

In Anbetracht insgesamt knapper Mittel konnte eingewendet werden, daf hier eine zu
groBe Konzentration der Forderung auf ein sehr kapitalintensives Werk eines GroBunter-
nehmens erfolgt. Grundsitzlich muB bei dem Einsatz von Foérdermitteln entschieden wer-
den, in welchem Umfang sie stark gestreut vor allem der Unterstiitzung kleinerer Unter-
nehmen dienen sollen oder in Grofprojekten zu konzentrieren sind. Letztlich ist dabei
nicht die "Bediirftigkeit" der zu fordernden Unternehmen die Entscheidungsgrundlage,
sondern die Anreizfunktion und die zu erwartenden wirtschaftlichen Impulse fiir die Re-
gion und die Volkswirtschaft.

Mit dem hier untersuchten offentlich geforderten Investitionsvorhaben Halbleiterwerk
Dresden der Siemens AG werden vor allem zwei Ziele verfolgt:

— Stirkung einer strukturschwachen Region und

— Verbesserung der technologischen Leistungskraft der Volkswirtschaft.

Die fiir das Investitionsvorhaben eingesetzten Fordermittel sind dann positiv zu bewer-
ten, wenn folgende Effekte eintreten:

— durch den Forderimpuls wird eine Wachstumsdynamik ausgelost, die qualifizierte Ar-
beitsplitze in der Region schafft,

— das Investitionsvorhaben zieht andere Investitionen in vor- und nachgelagerten Pro-
duktionsstufen nach,

— am Standort und dariiber hinaus entwickelt sich ein Netzwerk aus Halbleiterproduzen-
ten, qualifizierten Zulieferern und Forschungsinstitutionen sowie Unternehmen aus
Abnehmerbereichen, von dem positive externe Effekte ausgehen,

— der Standort qualifiziert sich fiir die Produktion und Entwicklung dieser Technologie,
so daB er sich bei der Investoreneinwerbung und der Entwicklung des endogenen Po-
tentials im Vergleich zu anderen Regionen Vorteile verschafft.

Vorgehensweise

Methodisch folgt die quantitative Untersuchung dem Konzept einer Wirkungsanalyse,
in der die beobachtbaren und potentiellem Effekte, die im untersuchten Wirkungsfall ein-
treten, im Vergleich zu einer definierten Referenzsituation betrachtet werden.

Der Wirkungsfall ist definiert durch eine Situation der Volkswirtschaft, die sich ent-
wickelt, nachdem die Standortentscheidung fiir eine Ansiedlung des Halbleiterwerks der
Siemens AG in Deutschland (genauer: in Dresden) getroffen wurde. Im Referenzfall
(status-quo) wird das Werk nicht in Deutschland gebaut. Die Effekte der Ansiedlung er-
geben sich dann durch einen Vergleich der 6konomischen Entwicklung im Wirkungsfall
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mit der 6konomischen Entwicklung im Referenzfall. Es wird nicht analysiert, ob eine al-
ternative Verwendung staatlicher Fordermittel zu giinstigeren oder ungiinstigeren volks-
wirtschaftlichen Wirkungen gefiihrt hitte. Angesichts einer unbegrenzten Anzahl alterna-
tiver Mittelverwendungen ist eine solche Fragestellung nicht zu beantworten.

Wesentliche Voraussetzung fiir eine solche Vorgehensweise ist zuniichst eine detaillierte
Untersuchung, welche Impulse fiir die Volkswirtschaft und die Region Dresden mit der
Ansiedlungsentscheidung verbunden sind. Dabei ist es sinnvoll, zwischen der Bau- und
Errichtungsphase, in der sich temporire Impulse ergeben, und der Betriebsphase, von der
dauerhafte Impulse ausgehen, zu unterscheiden. Zur Identifizierung und Abschitzung der
Impulse wurden umfassende Gesprache bzw. miindliche Interviews mit Vertretern

— des Investors,

— der am Entscheidungsprozef} beteiligten politischen Institutionen auf lokaler, regiona-
ler und Bundesebene,

— der Hochschul- und Forschungseinrichtungen in der Region,

— der am Investitionsvorhaben beteiligten Unternehmen (ca. 20 Unternehmen aus dem
Equipment-, Zuliefer- und Baubereich) sowie

— anderer Halbleiterhersteller
gefiihrt.

Aus den quantifizierbaren Impulsen ergeben sich auf der gesamtwirtschaftlichen und
regionalen Ebene dkonomische Folgeeffekte. Diese Folgeeffekte werden in einer modell-
gestiitzten quantitativen Analyse untersucht. Der Schwerpunkt liegt in der quantitativen
Untersuchung der Beschiftigungs- und Produktionswirkungen des Halbleiterwerks, die
sich auf gesamtwirtschaftlicher und regionaler Ebene ergeben. Als methodisches Instru-
ment wird die Input-Output-Analyse unter Beriicksichtigung von Ergebnissen aus einem
gesamtwirtschaftlichen okonometrischen Modell eingesetzt. In einer mit dieser Analyse
inhaltlich verkniipften Modellrechnung werden die finanziellen Wirkungen abgeschiitzt,
die sich aus der mit staatlichen Mitteln geforderten Standortentscheidung fiir die fiskali-
sche Position des Staates ergeben.

Neben den quantitativ abschitzbaren Effekten sind auch Wirkungen auf die wirtschaftli-
che und technologische Leistungsfihigkeit in der Region Dresden und in Deutschland zu
erwarten, die nur qualitativ beschreibbar sind. Naher untersucht werden qualitative Wir-
kungen auf die technologische Leistungsfihigkeit der Bundesrepublik Deutschland und
die externen Effekte in der Region und in Deutschland, die sich durch Wissensiibertra-
gung in dem entstehenden Netzwerk von Unternehmen, Forschungseinrichtungen und
staatlichen Verwaltungen ergeben.

Um zusitzliche Anhaltspunkte fiir die zukiinftige Entwicklung des neu entstehenden Halblei-
terstandortes Dresden und die sich daraus ergebenden Handlungsoptionen fiir die Forschungs-,
Technologie- und Regionalpolitik abzuleiten, wurde im Rahmen von Fallstudien die Entwick-
lung von ausgewihlten Halbleiterstandorten untersucht. Niaher betrachtet wurden die Region
Regensburg als Teil des siiddeutschen Halbleiterstandorts, die Region Silicon Glen in Schott-
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land sowie die Region Austin/Texas. Dazu wurden Literaturrecherchen, schriftliche Unterneh-
mensbefragungen sowie Expertengespriche und Fallstudien vor Ort durchgefiihrt.

Die Darstellung der Fakten zum Investitionsvorhaben basiert, soweit nicht anders ver-
merkt, auf dem Informationsstand vom 30. September 1996, an dem auch das Geschifts-
jahr der Siemens AG endete. In der durchgefiihrten fiskalischen Modellrechnung wird fiir
den gesamten Untersuchungszeitraum die Giiltigkeit der Regelungen des Steuer- und Ab-
gabensystems aus dem Jahre 1996 unterstelit.



2. Charakteristik des Investitionsvorhabens
Halbleiterwerk Dresden

Im Dezember 1993 hat die Siemens AG, Berlin und Miinchen, in der Offentlichkeit ihre
Entscheidung bekanntgegeben, am Standort Dresden ein neues Halbleiterwerk zur Mas-
senproduktion von Halbleiterbauelementen zu errichten. Die geplanten Investitionskosten
fiir das gesamte Investitionsvorhaben am Standort belaufen sich iiber einen Zeitraum von
10 Jahren gerechnet auf 2,7 Mrd. DM'. Die Standortentscheidung fiir Dresden wurde
vom Investor - wie bei solchen Investitionsgrofvorhaben iblich - nach einem intensiven
und umfassenden Vergleich mit anderen moglichen Standorten in den Triaderegionen ge-
troffen. Auf die wesentlichen Faktoren der Standortwahl fiir Halbleiterwerke wird in
Kapitel 3 eingegangen. Die Entscheidung zum Bau des Halbleiterwerks Dresden ist eine
der bedeutendsten Standortentscheidungen fiir eine High-tech-Produktionsanlage in Euro-
pa und vom Umfang die groBite Investitionsentscheidung, die bisher fiir einen Halbleiter-
standort in Deutschland getroffen wurde. Das Halbleiterwerk SIMEC ist zum Zeitpunkt
seiner Inbetriebnahme das modernste Halbleiterwerk in Europa.

In diesem Kapitel wird zunichst eine knappe Beschreibung des Investitionsvorhabens
Halbleiterwerk SIMEC gegeben, die nur in dem Umfang auf die technischen Charakteri-
stika des Werkes eingeht, wie dies fiir die weitere Untersuchung notwendig ist. Danach
wird auf die Marktentwicklung im Halbleiterbereich und deren EinfluB auf die Investiti-
onsentscheidung eingegangen. In einem dritten Abschnitt werden die Instrumente und der
Umfang der staatlichen Forderung im Zusammenhang mit der Standortentscheidung dar-
gestellt.

2.1. Beschreibung des Halbleiterwerks SIMEC Dresden

Die Beschreibung des Investitionsvorhabens basiert auf miindlichen und schriftlichen
Informationen des Investors. Soweit sich Anderungen gegeniiber den urspriinglichen Pla-
nungen ergeben haben, wird auf diese Abweichungen hingewiesen. Es wird auch kurz auf
die zeitlichen Abldufe der Planung, des Baus und der Inbetriebnahme eingegangen.

" Eine detaillierte Untersuchung, fiir welche Investitionszwecke diese Summe in der Bau- und Errich-
tungsphase eingesetzt wird, wird in Kapitel 4.1 durchgefiihrt.
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Bauliche und technische Charakteristika des Werkes®

Das Werk umfaBt zwei Produktionsmodule, die jeweils einen Reinraum mit einer Rein-
raumfliche von 5400 m® der Reinraumklasse 1 haben’. Weitere Bestandteile des Werk-
komplexes sind ein zwischen den Modulen angeordnetes zentrales Versorgungsgebiude,
ein Peripheriegebiude, ein Gebiude fiir chemische Anlagen und technische Dienste sowie
ein Biiro- und Verwaltungsgebiude. Insgesamt hat das Werk eine bebaute Fliche von
35 500 m” und eine Bruttogeschoffliche von 120 000 m’.

Das Halbleiterwerk Dresden wird mit der modernsten derzeit verfiigbaren ProzeBtech-
nologie fiir die Massenfertigung von integrierten Schaltkreisen ausgeriistet. Das einge-
brachte Fertigungsequipment erlaubt nach derzeitiger Planung eine Fertigungskapazitit
von 7 500 Wafertarts/Woche fiir 8“-WafergroBe’. Jeder Wafer durchliuft im Zuge seiner
Bearbeitung in der Waferfab eine grofie Zahl von Bearbeitungsschritten. Insgesamt sind in
das Modul 1 mehr als 400 Grofigerite zur Waferbearbeitung eingebracht worden. Die
Fertigungsanlagen sind auf die Produktion von Halbleiterbauelementen bis hinab zu einer

Strukturgrofie von 0,25 pm ausgelegt.

Insgesamt werden im Halbleiterwerk nach derzeitigen Planungen 1 850 Mitarbeiter be-
schiftigt sein. Gegeniiber der zum Zeitpunkt der Standortentscheidung fiir Dresden ge-
planten Mitarbeiterzahl von 1 450 Personen bedeutet dies ein Erhohung um 25 %°.

Als Produkte sind in den ersten Jahren vorrangig Speicherbausteine und entsprechende
Produktderivate vorgesehen. Speicherbausteine eignen sich wegen ihres im Vergleich zu
Logikbausteinen einfacheren Designs als Leitprodukte zur Einfithrung von Halbleiterfer-
tigungsprozessen kleinerer Strukturgrofien in die Massenproduktion. Die Produktion be-
ginnt mit der Fertigung von 16-MBit DRAM® (Beginn der Serienproduktion 1996). Fiir
1997 ist die Aufnahme der Massenproduktion von 64-MBit DRAM geplant, zu einem
spiteren Zeitpunkt, wahrscheinlich gegen Ende der 90er Jahre, die Fertigung von
256-MBit-DRAM. Welches genaue Produktspektrum im Halbleiterwerk gefertigt wird,
ist im wesentlichen von der Marktentwicklung in den unterschiedlichen Segmenten des

% Zusitzliche Informationen sind in einer Veroffentlichung der Siemens AG, Bereich Halbleiter, unter
dem Titel ,High-Tech in europdischer Dimension - Halbleiterwerk Dresden* enthalten, vgl. Siemens
(1996).

3 Der Baugrund fiir ein drittes Modul wurde vorbereitet, um im Falle einer potentiellen Erweiterung,
die nach derzeitigem Wissen im Moment jedoch nicht zur Entscheidung ansteht, die dann notwendigen
Bauarbeiten ohne Beeintrichtigung des Fertigungsprozesses in den beiden produzierenden Modulen
durchfiihren zu kénnen.

4 Urspriinglich war eine Fertigungskapazitit von 5600 Waferstarts/Woche geplant. Durch eine platz-
sparende Einbringung des Equipments und andere Prozefoptimierungen konnte die Fertigungskapazitit
um rund ein Drittel gesteigert werden.

’ Detaillierte Strukturangaben zur Beschiftigung im Werk werden im Kapitel 4.2.1.2 gemacht.

S Siemens verfiigt gemeinsam mit IBM bereits iiber eine Fertigungslinie fiir 16-MBit-DRAM in Cor-
beil-Essones (bei Paris) mit einer Fertigungskapazitit von 3 600 Waferstarts/Woche (50 % IBM/50%
Siemens).
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Halbleitermarktes und natiirlich von der Verfiigbarkeit wettbewerbsfihiger Produktvarian-
ten des Betreibers abhingig.

Neben der eigentlichen Waferfertigung (Front-end) ist auch geplant, einen Teil der pro-
duzierten Wafer in Dresden direkt zu Endprodukten weiterzuverarbeiten (Priffung und
Montage im sogenannten Back-end-Bereich). Das genaue Ausmafl der Weiterverarbeitung
im Back-end-Bereich ist vor dem Hintergrund des weltweiten Produktionsverbundes der
Siemens AG im Geschiftsbereich Halbleiter zu sehen, der iiber Fertigungsstitten im
Back-end-Bereich in Singapur, Malacca und Penang (beide in Malaysia) und zukiinftig in
Portugal verfiigt.

Im Front-end-Bereich hat das Halbleiterwerk Dresden einen Pilot- und Innovationsbe-
reich (Center of Development and Investigation (CDI)) zur Weiterentwicklung der Pro-
zeBtechnologie. Dieser Bereich wurde gegeniiber den urspriinglichen Planungen des In-
vestors dadurch aufgewertet, da Dresden nun fiir den gesamten Konzern als Kompetenz-
zentrum zur Entwicklung von Fertigungsprozessen fiir Logikbausteine ausgebaut wird.

Schnelle Planung und kurze Genehmigungsverfahren

Die konkreten Planungen zur Projektrealisierung begannen im Januar 1994. Im Januar
1994 wurde auf regionaler Ebene ein Projektteam mit Mitgliedern aus der Landesregie-
rung des Freistaates Sachsen, aus dem Regierungsprisidium Dresden und aus Amtern der
Stadtverwaltung Dresden gegriindet, um gemeinsam mit dem Investor die notwendigen
Planungs- und Entscheidungsprozesse zu begleiten und zu beschleunigen. Zur Errichtung
und zum Betrieb des Halbleiterwerks wurde am 20. April 1994 in Dresden die ,,Siemens
Microelectronics Center GmbH & Co. OHG* (SIMEC) gegriindet. Als Standort fiir das
Werk wurde nach einer Analyse von 14 alternativen Flichen ein Gelinde von 26 ha an
der Konigsbriicker Landstrafie im Norden von Dresden ausgewihlt. Als Auswahlkriterien
waren neben der Grofe und Verfiigbarkeit der Fliche vor allem bodenphysikalische Ei-
genschaften (Schwingungsbelastung) entscheidend. Als ehemaliges Kasernengeldnde der
GUS-Streitkrifte war das Gebiet zum damaligen Zeitpunkt als Landschaftsschutzgebiet
ausgewiesen. Am 19. Mai 1994 wurde das Vorhaben durch die Stadtverordnetenversamm-
lung Dresden genehmigt und damit die planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir die Bau-
ausfiihrung geschaffen. Damit konnte die Planungs- und Genehmigungsphase auf weniger
als 5 Monate begrenzt werden, was nach Angaben des Investors schneller als die Pla-
nungs- und Genehmigungsphase bei bisher bekannten internationalen Vergleichsprojekten
1St.

Bauausfithrung und Inbetriebnahme

Im Juni 1994 fand die Grundsteinlegung und der Beginn der Erdarbeiten statt, im Juli
1994 war der Beginn der eigentlichen Bauausfiihrung. Richtfest fiir das Bauvorhaben war
am 11. November 1994. Die Bezugsfertigkeit (Ready for equipment) fir Modul 1 war am
2. Mai 1995, so daB etwa 15 Monate nach Beginn der Planungen mit der Einbringung des
Equipments begonnen werden konnte. Am 10. November 1995 war Produktionsbeginn in
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Modul 1. Der Beginn der Massenproduktion von Produkten, die zur Auslieferung an
Kunden bestimmt sind, konnte im Verlauf des Jahres 1996 schneller erreicht werden, als
urspriinglich bei der Projektplanung vorgesehen war.

Ubersicht 2.1-1
Technische Charakteristika des Halbleiterwerks SIMEC

Bebaute Fliche 35 500 m2
Bruttogeschoffliche 120 000 m2
Reinraum 2 Module mit jeweils 5 400 m2
Reinraumklasse 1
Fertigungstechnologie 0,5-0,25 ym
8“-Wafer
Produktionskapazitit 7 500 Waferstarts/Woche
Produktspektrum (vorrangig) 16-MBit-DRAM (1996)
64-MBit-DRAM (1997)
256-MBit-DRAM (Ende 90er Jahre)
Quelle: Angaben der Siemens AG.

2.2. EinfluBl der Marktentwicklung auf die Investitionsentscheidung

Die Siemens AG ist im Halbleiterbereich in den meisten Marktsegmenten vertreten. Das
Unternehmen bietet etwa 3 000 verschiedene integrierte Schaltungen und mehr als 4 000
diskrete Halbleiter an. Siemens ist das einzige in Europa beheimatete Unternehmen, das
auch DRAM-Speicher (Dynamic Random Access Memory) entwickelt und in Massenfer-
tigung herstellt.

Technologie

DRAM sind universell einsetzbare integrierte Schaltkreise (Integrated Circuit: IC). Sie
haben innerhalb des Gesamtmarktes der Halbleiterprodukte den grofiten Anteil. Halblei-
terprodukte lassen sich nach ihren technischen Funktionen wie folgt klassifizieren:

— integrierte Schaltkreise,

— mit analoger Signalverarbeitung (Verstirker),

— digitaler Signalverarbeitung (Speicher- und Logikchips, Prozessoren),
— Leistungsbauelemente (Smart-Power-ICs),
— diskrete Halbleiter (Transistoren, Dioden, optoelektronische Bauelemente).

Die wichtigste Basistechnik fiir integrierte Schaltkreise ist die MOS-Technologie
(Metaloxide Semiconductor). Besondere Bedeutung hat dabei die CMOS-Technologie
(Complementary MOS), deren Leitprodukt der DRAM ist. Aufgrund der einfachen
Strukturen dieses Produkts erreicht es zuerst das jeweils hochste Integrationsniveau von
Funktionen auf einem integrierten Schaltkreis und durchlduft dann eine Lernkurve, der
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andere Bauelemente (Logikbausteine, Prozessoren) folgen. Die Beherrschung dieser
Technologie fir DRAMSs ist also eine Voraussetzung fiir die Erhohung des Integrations-
grades bei anderen Bauelementen.

Siemens hat 1967 die ersten integrierten Schaltungen in Europa produziert. Danach
wurden alle Speichergenerationen bis zum 256-MBit-DRAM allein oder mit Partnern
entwickelt und zur Fertigungsreife gebracht. CMOS-Prozesse werden von Siemens fiir
analoge und digitale Schaltungen sowie Mischtechnologien eingesetzt’.

Internationalisierung der Produktion

Die Standortsuche des Investors zum Aufbau eines der technologisch fiihrenden Halblei-
terwerke wurde durch einen von 1993 bis 1995 anhaltenden Nachfrageiiberhang im
DRAM-Markt ausgelost, der weltweit die Halbleiterproduzenten zu Investitionen in Fer-
tigungsanlagen angeregt hat. In einem dynamisch wachsenden Markt erfordert allein das
Sichern von Weltmarktanteilen den Ausbau der Produktionskapazititen. Die grofien
Halbleiterhersteller bedienen mit den Produkten aus den Waferfabs den Weltmarkt, ten-
dieren jedoch immer mehr dazu, Produktionsstitten in allen Triaderegionen USA, Europa
und Siidostasien zu errichten. Die US-amerikanischen Unternehmen haben ihre Globali-
sierung am weitesten vorangetrieben. Sie haben bereits in den 60er Jahren Produktions-
stdtten, vor allem fiir arbeitsintensive Montage- und Testfunktionen, in Malaysia, Singa-
pur, den Philippinen, Sidkorea und Mexiko errichtet. Seit den 70er Jahre haben sie auch
Front-end-Fabriken in Europa und seit Mitte der 80er Jahre auch in Asien aufgebaut. Eu-
ropédische Unternehmen haben Montage- und Testfunktionen nach Asien verlagert. Japa-
nische Unternehmen hatten ihre Produktionsstitten mit Ausnahme von Back-end-Fabriken
lange in Japan konzentriert und haben erst seit Mitte der 80er Jahre ihr Auslandsengage-
ment erhoht. Gegenwirtig flieBt etwa ein Viertel ihrer Investitionen ins Ausland®. In den
90er Jahren fithren auch koreanische Halbleiterhersteller im Ausland Investitionen durch.
Beispiele sind die Waferfabs von Samsung in Texas /USA, von Hyundai in Oregon/USA
und Schottland/Grof3britannien.

Insgesamt waren im Jahr 1993 nach Angaben von Dataquest etwa 750 Produktionslinien
fir die Halbleiterfertigung in Betrieb. Mindestens 300 Linien (42 %) gehorten US-
amerikanischen Unternehmen, 250 Linien japanischen Unternechmen (34 %) und etwa
100 Linien (14 %) europiischen Unternehmen. Der Anteil siidostasiatischer Unternehmen
lag mit etwa 80 Produktionslinien bei 10 %. Der Anteil der US-amerikanischen Ferti-
gungslinien im Ausland ist mit 15 % am hochsten. Da die Fertigungen im Ausland durch-
schnittlich groBer und jiinger sind als die in den USA, werden schitzungsweise 30 % des
Umsatzes im Ausland generiert. 8 % der japanischen Linien befinden sich im Ausland
und erzeugen etwa 15 % des Umsatzes japanischer Unternehmen. Mit 35 Fertigungen im
Eigentum von aufiereuropdischen Unternehmen bei insgesamt 120 Linien hatte Europa

7 Vgl. Siemens (1994).
¥ Vgl. Sumita (1995).

2 Belitz u. a.
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den hochsten Anteil einflieBender Direktinvestitionen. 85 % dieser auslindischen Ferti-
gungslinien gehorten US-amerikanischen Unternehmen. Da auch diese Linien auslindi-
scher Unternehmen durchschnittlich grofer waren und eine hohere Produktivitit hatten
als einheimische Werke, wird geschitzt, da 40 % des Halbleiterverbrauchs in Europa
dort von auslindischen Unternehmen produziert wurde. Von den 280 Halbleiterferti-
gungen in den USA wurden nur etwa 8 % von auslindischen Unternehmen betrieben.
Mehr als die Hilfte davon gehorten japanischen Unternehmen. In Japan ist der Anteil
auslindischer Direktinvestitionen in der Halbleiterindustrie am geringsten. Nur das Un-
ternehmen Texas Instruments hatte im Jahr 1993 in Japan bedeutende Produktionskapazi-
titen mit 5 Waferfabs und drei Joint Ventures. Dagegen haben die auslindischen Direk-
tinvestitionen in Siidostasien groBe Bedeutung fiir die Halbleiterindustrie’.

Regionalstruktur von Nachfrage und Angebot

Waihrend auf Europa im Jahr 1994 etwa 19 % der weltweiten Nachfrage nach Halblei-
terbauelementen entfielen, befanden sich dort nur etwa 14 % der Produktionskapazititen.
Die durchschnittliche jahrliche Wachstumsrate der Investitionen lag im Zeitraum von
1989 bis 1994 in Europa mit fast 16 % hoher als in den USA und Japan, deren jeweiliger
Anteil an der Weltproduktion ihren jeweiligen Anteil an der Weltnachfrage deutlich
iiberstieg. Nur in der Region Asien/Pazifik wuchsen die Investitionen in diesem Zeitraum
mit jahrlich durchschnittlich 25 % schneller als in Europa. Dort ist allerdings die
»Licke“ zwischen Nachfrage und Produktion noch gréBer als in Europa. In den Jahren
1994 und 1995 entfielen jedoch nur gut 11 % der weltweiten Investitionen im Halbleiter-
bereich auf Europa.

Marktprognosen

Von 1993 bis 1995 lag die jihrliche Wachstumsrate des Weltmarktes fiir Halbleiter-
Bauelemente zwischen 29 % (1993) und 42 % (1995). Fiir den Zeitraum von 1996 bis
zum Jahr 2000 rechnete Dataquest noch im April 1996 mit einem durchschnittlichen jihr-
lichen Marktwachstum von 15 %. Diese Zahlen mufiten im Herbst 1996 nach dem Preis-
verfall insbesondere im Speicherbereich im ersten Halbjahr 1996 revidiert werden. Nach
Angaben der World Semiconductor Trade Statistic (WSTS)'® wird der Halbleiterwelt-
markt von 144 Mrd. US-$ im Jahr 1995 auf 129 Mrd. US-$ im Jahr 1996 zuriickgehen.
Fir die Folgejahre wird allerdings wieder mit einem kriftigen Wachstum gerechnet
-7,4 % (1997), 17 % (1998) und 22 % (1999) - so daff der Weltmarkt im Jahr 1999 vor-
aussichtlich ein Volumen von 198 Mrd. US-$ erreicht''.

s Dataquest, zitiert in: Surnita (1995).

1% Die WSTS ist die Organisation der Halbleiterhersteller aus aller Welt, die den Verbrauch von Halb-
leiterbauelementen erfafit und eigene Marktprognosen erarbeitet.

"' vgl. Schulz (1996).
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Tabelle 2.2-1

Regionalstruktur der Produktion und der Nachfrage
nach Halbleiterbauelementen 1994

Produktion Nachfrage Investitionen
in % in % Jidhrliche Wachstumsrate

1989-94 in %
Nordamerika 35,8 32,9 13,6
Japan 39,7 28,9 44
Europa 14,0 19,1 15,9
Asien/Pazifik 10,5 18,6 25,1
Insgesamt 100,0 99,5 12,5

Quellen: Dataquest, WSTS.

Tabelle 2.2-2

Regional- und Eigentiimerstruktur der weltweiten Investitionen
im Halbleiterbereich 1994/95

Welt Nord- Japan Europa Asien/
amerika Paziftik
in Mill. US-$
US-amerikanische Unternehmen 222449 16 187,3 11547 24824 2420,5
Japanische Unternehmen 19 781,6 1936,4 15275,3 1 146,8 1424,1
Europdische Unternehmen 4 978,0 7445 1,0 3166,8 1 065,7
Asiatisch-pazifische Unternehmen 13 025,7 482.5 0,0 69,5 124737
Unternehmen insgesamt 60 030,3 19 350,7 16431,1 68653 17384,1
in %
US-amerikanische Unternehmen 100,0 72,8 52 11,2 10,9
Japanische Unternehmen 100,0 9,8 77,2 5,8 7,2
Européische Unternehmen 100,0 15,0 0,0 63,6 21,4
Asiatisch-pazifische Unternehmen 100,0 3,7 0,0 0,5 95,8
Unternehmen insgesamt 100,0 32,2 27,4 11,4 29,0

Quelle: Dataquest, Berechnungen des DIW.

DRAM hatten 1995 mit 41 Mrd. US-$ einen Anteil von 28 % am gesamten Weltmarkt-
volumen im Halbleiterbereich von 144 Mrd. US-$. In den Jahren 1994 und 1995 ist der
DRAM-Markt gegeniiber dem Vorjahr um 78 bzw. 74 % gestiegen. Fiir 1996 rechnet die
WSTS allerdings nach dem rapiden Preisverfall in der ersten Jahreshilfte mit einem
Riickgang des Marktvolumens fiir DRAM auf knapp 25 Mrd. US-$. 1997 soll der Markt
noch einmal schrumpfen und ein Volumen von nur noch 21 Mrd. US-$ erreichen. Danach
werden aber wieder kriftige Wachstumsraten erwartet, so da der DRAM-Markt im Jahr
1999 einen Umfang von etwa 39 Mrd. US-$ haben konnte. Der Absatz von DRAM nach
Stiickzahlen wird von den Schwankungen des wertmiBigen Marktvolumens, die auf
preisliche Schwankungen zuriickgehen, aber kaum beeinflufit. Das sogenannte Bitwachs-
tum wird nach Ansicht von Experten auch weiterhin etwa 60 % jahrlich betragen. Der

2%
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Markt fiir Logikbausteine (MOS-Logik) wird nach den Prognosen der WSTS von
20 Mrd. US-$ im Jahr 1996 auf etwa 30 Mrd. US $ im Jahr 1999 wachsen.

Abbildung 2.2-1

Weltmarkt fir Halbleiter, DRAM und Logikbausteine

1992 - 1999
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Quelle: WSTS, Herbst 1996. DIw 96

Trotz des Marktriickgangs bei DRAM in den Jahren 1996 und 1997 wird mittelfristig
von den Marktforschern und der Industrie wieder eine Expansion des Marktes fir DRAM
und Logikbausteine mit iiberdurchschnittlichen Wachstumsraten erwartet. Siemens ist mit
seinem Werk in Dresden in diesen Marktsegmenten aktiv. Diese Chancen versuchen auch
andere Unternehmen zu nutzen, indem sie in die Errichtung neuer Werke investieren.
Von Mitte 1995 bis Mitte 1996 sind weltweit 34 MOS-Fabriken mit Strukturbreiten unter
0,7 um und einer jeweiligen Kapazitit von mindestens 5 000 8-Zoll-Waferstarts pro Wo-
che errichtet worden. 14 iltere Fabriken wurden im gleichen Zeitraum geschlossen. Die
Zahl der Waferstarts pro Woche in der MOS-Fertigung mit Strukturbreiten unter 0,7 um
war im ersten Halbjahr 1996 fast doppelt hoch wie im ersten Halbjahr 1995. Daran ge-
messen ist der Rickgang der Kapazitdtsauslastung der Chipfabriken weltweit im ersten
Halbjahr 1996 gering und deutet auf ein ununterbrochenes Mengenwachstum hin'>. Die
Wettbewerbsintensitit in diesen Marktsegmenten wird zunehmen.

12 SICAS-Report (September 1996), Semiconductor International Capacity Statistics, zitiert in: Chipfa-
briken: Auslastung gesunken. Markt & Technik, Nr. 46 vom 15.11.1996, S. 3.
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Internationalisierung von Produktion und Forschung im Halbleiterbereich von Siemens

Seit dem Beginn der 90er Jahre hat Siemens die Internationalisierung der Produktion
und Forschung bei DRAM entscheidend vorangetrieben. Dies geschah vor dem Hinter-
grund optimistischer Marktprognosen und dem strategischen Ziel des Unternehmens, sei-
ne Position auf dem Weltmarkt zu verbessern. Gemeinsam mit IBM fertigt Siemens seit
1993 in Frankreich 16-Mbit-DRAM. Mit IBM und Toshiba bestehen Allianzen zur Ent-
wicklung der 64- und 256-MBit-DRAM-Technologie. Die Prozefitechnologie wird von
Siemens mit den Partnern in East Fishkill und Burlington in den USA entwickelt. In Ne-
wcastle (Grofibritannien) errichtet Siemens eine Fabrik fir DRAM und Logik-Bausteine,
die 1997 in Betrieb gehen wird. In Porto-Braga (Portugal) entsteht bis 1997 ein Back-end-
Werk. Mit Motorola wird ein Werk fiir 64-MBit-DRAM in Richmond in den USA ge-
baut, das 1998 die Produktion aufnehmen soll. In Taiwan ist ein Joint Venture zur
DRAM-Fertigung mit Mosel-Vitelic geplant.

Tabelle 2.2-3

Kennzahlen des Geschiftsbereiches Halbleiter der Siemens AG
in den Geschiftsjahren 1990/91 bis 1995/96

(Geschiftsjahr vom 1.10. bis 30.9.)

1990/91  1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96
Auftragseingang (Mill. DM) | 2100 2000 2600 3600 4900 4800

Umsatz (Mill. DM) 2000 1900 2145 3060 4163 4980
Ergebnis (Mill. DM) - - -439 173 793 603
Investitionen (Mill. DM) 345 470 522 667 1300 -
Mitarbeiter - - 12630 13783 15868 19800

Quelle: Geschiftsberichte der Siemens AG, Luber (1996).

Im Geschiftsbereich Halbleiter von Siemens stieg die Zahl der Mitarbeiter von 12 630
im Jahr 1993 auf 19 800 im Jahr 1996. Der Umsatz liegt 1996 bei knapp 5 Mrd. DM.
Eine weitere Ausdehnung diese Geschiiftsbereiches auf etwa 27 500 Mitarbeiter und einen
Umsatz von 13 Mrd. DM im Jahr 2000 ist geplant".

Bereits in den letzten Jahren konnte Siemens seine Marktposition in Europa wesentlich
verbessern. Nach Angaben von Dataquest lag das Unternehmen im Jahr 1993 mit einem
Umsatz in Europa von 1,04 Mrd. US-$ noch auf Platz 4 der Rangliste der Marktfiihrer in
Europa, im Jahr 1995 mit 2,06 Mrd. US-$ bereits auf Platz 2. Der weltweite Umsatz des
Halbleiterbereiches von Siemens stieg im gleichen Zeitraum von 1,51 Mrd. US-$ auf
3,06 Mrd. US-$, womit eine Verbesserung in der weltweiten Rangfolge der Halbleiter-
hersteller von Platz 18 auf Platz 15 verbunden war. Etwa zwei Drittel des Halbleiterum-
satzes von Siemens werden nach wie vor in Europa realisiert. Europa bleibt deshalb auch

' Vgl. Luber (1996).
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Ubersicht 2.2-1
Halbleiter-Standorte von Siemens weltweit

Miinchen-Perlach:
Forschungs- und Entwicklungszentrum, (Integrated Submicron
Technology Center)
Miinchen-Balanstrafie:
erste selbstindige Produktionsstitte, Anfang der 60er Jahre
Regensburg:
passive Bauelemente ab 1959/60, DRAM seit 1986, heute: 4-Mbit-DRAM,
Optoelektronik, Chipkarten-Module
Villach (Osterreich):
seit 1970, zunichst DRAM, heute: Zentrum fiir Leistungshalbleiter
Singapur:
seit 1970, Montage, Priifung
Malacca (Malaysia):
seit 1973, Montage, Priifung
Penang (Malaysia):
seit 1977, Montage, Priifung
Cupertino (USA):
seit 1979, Optohalbleiter und LED, 32-bit-Microcontroller-Projekt
Corbeil-Essonnes (Frankreich):
seit 1993, Produktion 16-Mbit-DRAM, mit IBM
Dresden:
16-Mbit-DRAM seit November 1995
Newcastle (Grofibritannien):
DRAM und Logik-IC, Produktionsbeginn 1997,
Investitionen: 2 Mrd. DM, 1500 Mitarbeiter
Richmond (USA):
64-Mbit-DRAM-Fertigung mit Motorola, Produktionsbeginn 1998,
Investitionen: 1,5 Mrd. US-$, 1000 bis 1500 Mitarbeiter
Porto-Braga (Portugal):
Montage, Test DRAM (Back-end) ab 1997,
Investitionen: 585 Mill.DM, 750 Mitarbeiter
Hsinchu (Taiwan):
DRAM-Fertigung mit Mosel-Vitelic,




2.3. Instrumente und Umfang der staatlichen Forderung 23

nach der Verwirklichung der bisher bekannten Investitionspldne der wichtigste Produkti-
onsstandort von Siemens.

2.3. Instrumente und Umfang der staatlichen Forderung

Die Ansiedlungsentscheidung fiir das Halbleiterwerk Dresden wurde vom Investor auf
der Basis eines unternehmensinternen Vergleichs der Vorteilhaftigkeit alternativer Pro-
duktionsstandorte getroffen. Eine solche Standortentscheidung bezieht neben anderen
Uberlegungen auch die Wirkungen der am jeweiligen Standort verfiigbaren staatlichen
Fordermittel auf die Vorteilhaftigkeit des Standorts mit ein.

Die an einem Standort fiir ein Investitionsprojekt verfiigbaren Fordermittel ergeben sich
zum einen aus den staatlichen Fordermitteln, auf die der Investor auf Grundlage der ak-
tuellen steuerlichen Regelungen einen Anspruch hat. Daneben gibt es Forderprogramme
bzw. Fordermittel, bei denen alle Unternehmen, die die Bedingungen der Forderrichtlini-
en erfiillen, antragsberechtigt sind, ohne daB im Einzelfall ein Rechtsanspruch auf Forde-
rung besteht. Uber diese im allgemeinen geltenden Forderbedingungen hinaus wird in
Einzelfillen, bei denen es sich in der Regel um GroBiinvestitionen handelt, auf Grund ei-
nes politischen Entscheidungsprozesses iiber die regionale oder volkswirtschaftliche Be-
deutung der Standortentscheidung eine zusitzliche, auf die Bedingungen des konkreten
Investitionsvorhabens zugeschnittene Forderung gewahrt.

In den Lindern der Europiischen Union (EU) miissen die konkreten Forderbedingun-
gen fiir eine Unternehmensansiedlung von der Kommission genehmigt bzw. notifiziert
werden.

Die Darstellung der fiir das Investitionsvorhaben Halbleiterwerk SIMEC anzusetzenden
Fordermittel beruht auf Angaben des Sichsischen Staatsministeriums fir Wirtschaft und
Arbeit, auf Angaben des Investors und in der Offentlichkeit zuginglichen Informationen.

Fordermafnahmen, auf die Rechtsanspruch besteht

In den neuen Bundeslindern hat jeder Investor aus dem verarbeitenden Gewerbe einen
Rechtsanspruch auf eine Investitionszulage in Hohe von 5 % fiir neue abnutzbare, beweg-
liche Wirtschaftsgiiter des Anlagevermdgens'®. Nach Angaben des Investors sind dem
Unternehmen aus diesem Rechtsanspruch im Jahr 1996 Fordermittel in Hohe von
28 Mill. DM zugeflossen. Fiir das Jahr 1997 wird mit einem ZufluB von 32 Mill. DM, in
den Jahren 1998 und 1999 mit Zufliissen von jeweils 30 Mill. DM gerechnet. Insgesamt
ergibt sich damit aus der Investitionszulage eine Fordersumme von 120 Mill. DM.

' Nach den derzeit gelienden Regelungen aus dem Jahressteuergesetz 1996 ist diese Regelung bis zum
31.12.1998 befristet. Mittelstindische Unternehmen haben einen Anspruch auf eine Investitionszulage
von 10 %. Die Investitionszulage ist nicht zu versteuern. Die Forderwirkung erhoht sich dadurch im
Vergleich zu anderen Fordermafinahmen.
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Zusitzlich besteht ein Anspruch auf Sonderabschreibungen von 50 % der Anschaf-
fungs- bzw. Herstellungskosten'’, die im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung und in
den vier darauf folgenden Jahren in Anspruch genommen werden konnen. Der Subventi-
onswert dieser Regelung besteht in der Moglichkeit, durch das Vorziehen von Abschrei-
bungen die zeitliche Struktur der auf den Gewinn zu zahlenden Steuern zu beeinflussen.
In der Regel werden durch die Inanspruchnahme von Sonderabschreibungen Gewinnsteu-
ern zu einem spéteren Zeitpunkt gezahlt, so daf fiir die Unternehmen ein Zinsvorteil ent-
steht. Eine quantitative Abschitzung des Zinsvorteils, der im Fall des Halbleiterwerks
SIMEC entsteht, ist nicht mt‘)glichm. Der Subventionswert dieses Fordertatbestandes
diirfte in Relation zu den iibrigen gewihrten Fordermitteln eher gering sein.

Fordermafinahmen ohne Rechtsanspruch, fiir die alle Investoren antragsberechtigt sind

Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe , Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk-
tur“ (GA) konnen Investitionsvorhaben in den neuen Bundeslindern durch einen Investiti-
onszuschufl gefordert werden. Die Antrage fir Forderung miissen vor Beginn des In-
vestitionsvorhabens gestellt werden. Zur Zeit der Antragstellung fiir das Halbleiterwerk
SIMEC belief sich der Investitionszuschufl auf 23 % der forderfihigen Investitionskosten.
Forderfihig sind die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der zum Investitionsvorha-
ben zihlenden Wirtschaftsgiiter des Sachanlagevermogens bis zu einer Fordersumme von
1 Mill. DM je geschaffenem Dauerarbeitsplatzm.

Laut Angaben des Sichsischen Staatsministeriums fiir Wirtschaft und Arbeit betrigt die
gesamte GA-Forderung fiir das Halbleiterwerk SIMEC 348 Mill. DM"™. Geflossen sind
diese Mittel in den Jahren 1994 bis 1996.

Der Freistaat Sachsen fordert im Rahmen seines Projektes ,,Zielorientierte Arbeitsfor-
derungs-, Beschiftigungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft” (Z-ABS) die zielorien-
tierte Qualifizierung von Arbeitslosen oder von Arbeitslosigkeit bedrohten Personen,

5 Sonderabschreibungen werden gewihrt fiir die Anschaffung und Herstellung von abnutzbaren be-
weglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgiitern des Anlagevermdgens sowie Ausbauten und Erweite-
rungen an Gebiuden des Anlagevermogens. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem Fordergebietsge-
setz in der Fassung vom 1. Januar 1994 und dem Jahressteuergesetz 1996.

' Die Inanspruchnahme des Sonderabschreibungen beruht im wesentlichen auf steuertechnischen
Uberlegungen, die fiir die Siemens AG insgesamt zu treffen sind.

"7 Die Fordermitte] werden vom Bund, von den Lindern und von der EG im Rahmen der EG-
Regionalfonds (EFRE) zur Verfiigung gestellt. Laut Angaben der Sichsischen Aufbaubank sind bei der
Forderung von SIMEC keine EG-Mittel eingesetzt worden.

"* Im Fall des Halbleiterwerks Dresden wird wegen der Kapitalintensitit der Fertigung die forderfahige
Investitionssumme durch die Zahl der geschaffenen Arbeitsplitze im Werk bestimmt. Ob sich aus der
zwischenzeitlichen Erhohung der Arbeitsplitze im Werk auf 1 850 Personen ein verdnderter Fordertat-
bestand ergibt, ist nach vorliegenden Informationen noch nicht entschieden.

' Darin ist ein ZuschuB fiir die Schaffung hochwertiger Arbeitsplitze enthalten. Nach eigenen Schit-
zungen diirfte dieser Anteil der Férderung zwischen 3 und 15 Mill. DM betragen.
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wenn anschlieBend die Ubernahme in ein Dauerarbeitsverhiltnis gewihrleistet ist”. Die
Forderung ist auf in Sachsen wohnhafte Personen beschrinkt und umfafit neben Zuschiis-
sen in der Qualifizierungsphase auch Lohnkostenzuschiisse von bis zu 20 % fiir die Dauer
von 6 Monaten nach Ubernahme in ein Dauerarbeitsverhiltnis.

Im Zusammenhang mit dem Halbleiterwerk ist geplant, bis zu 650 Personen (200 ,,Spe-
zialisten“, 400 Operatoren) nach den Richtlinien dieses Programms zu fordern. In den
Jahren 1995 und 1996 sind nach Angaben des Investors 20 Millionen DM an Fordermit-
teln aus dieser MafBnahme geflossen.

Andere Fordermafinahmen

Der Freistaat Sachsen fordert die Ansiedlung des Halbleiterwerks SIMEC in Dresden
durch die Zahlung eines Zinszuschusses. Durch die Zahlung des Zinszuschusses sollen
die in der Anfangsphase eines Halbleiterwerks wegen der hohen Abschreibungen auf
Sachanlagen iiblicherweise auftretenden Verluste gemindert werden. Nach Angaben des
Sichsischen Staatsministeriums fiir Wirtschaft und Arbeit wird der Zinszuschuss in den
Jahren 1995 bis 1999 in jdhrlichen Raten von 90 Mill. DM ausgezahlt, so daB} sich aus
diesem Fordertatbestand in der Summe eine Forderung in Hohe von 450 Mill. DM er-
gibt.

Im Zusammenhang mit der Ansiedlungsentscheidung hat das damalige Bundesministeri-
um fiir Forschung und Technologie (BMFT) im politischen Raum eine Absichtserklirung
abgegeben, Verbundprojekte im Zusammenhang mit SIMEC mit bis zu 300 Mill. DM in
den nichsten 10 Jahren zu fordern. Die konkrete Bewilligung erfolgt aut Grundlage der
allgemeinen Regeln zur Projektforderung. Die tatsdchliche zukiinftige Fordersumme 148t
sich nicht abschitzen und bleibt bei der zusammenfassenden Darstellung der Fordermittel
aufler Betracht. Dies gilt auch fiir Projektférderung, die moglicherweise von anderen
Forderebenen (EU, Land) geflossen ist oder moglicherweise in Zukunft fliefen wird.

Bei der quantifizierten Zusammenstellung der im Zusammenhang mit der Ansiedlung
des Halbleiterwerks SIMEC gezahlten Fordermittel werden also folgende Komponenten
beriicksichtigt:

— Gemeinschaftsaufgabe ,, Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur” (GA-Forde-
rung)

— Investitionszulage laut Investitionszulagengesetz
— Zinszuschuf} des Freistaats Sachsen

— Forderung aus dem Projekt ,,Zielorientierte Arbeitsforderungs-, Beschiftigungs- und
Strukturentwicklungsgesellschaft“ (Z-ABS).

% Die Einzelheiten der Forderbedingungen sind in einer Richtlinie zur ,Zielorientierten Arbeitsforde-
rungs-, Beschiftigungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft“ (Z-ABS) des Sichsischen Ministeriums fiir
Wirtschaft und Arbeit geregelt. Projekttriger dieses Programms ist die Gesellschaft fiir Arbeitsforderung,
Beschiftigung und Strukturentwicklung mbH, Dresden.
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Nach dieser Zusammenstellung ergibt sich iiber den Zeitraum 1994 bis 2003 insgesamt
ein Fordervolumen von 937 Mill. DM, das in Zusammenhang mit der Ansiedlung des
Halbleiterwerks SIMEC iiber einen Zeitraum von 10 Jahren flieBen wird.

Tabelle 2.3-1
Staatliche Fordermittel fiir das Halbleiterwerk Dresden im Zeitraum 1994 bis 2003
(Stand 30. September 1996)

Rordermittel in Mill. DM
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |Summe

GA-Forderung| 100 | 124 | 124 0 0 0 0 0 0 0 348

Investitions- 0 0 28 32 30 30 0 0 0 0 120
zulage
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